(D Germanium-pnp-Schalttransistor GS110

Der Transistor G5 110 ist ein Germaniumtransistor in der Bauform A 1 nach
TGL 11 811 mic 10 mm Kappenhshe.

Dieses Bauelement ist ein mittelschneller Ge-pnp-Schalttransistor mittlerer
Leistung.

Statische Kennwerte (fiir §, = 15°C — 5 grd)
Kollektorreststrome

—legsg = 15uA (bei —Uga = 10V)
—lcgn = 300 pA (bei —Uceg = 15 V) bei Rag = 10 kil

—icso = 25uA (bei —Uga =20V)
—lcen = 15[1-‘!- {hEi—Uc_! =15Y)
Restspannung

—Ucgrege = 0,36 < 0,55 V (bei —lc = 300 mA)
= =03 V¥ —le = 300 mA, —lg = 9.4 mA
—Ucgee =0,15< 0.3 (bei —lg m g = 9.4 mA) P
Gleichstromverstirkung (bel —Ugg = 0,5V, —lc = 300 mA)
(impulsmaBig gemessen)
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